
昭和58年の電子部品市況は非常な活況を呈した｡これは

メモリを中心とする輸出,OA(オフィスオートメーション)を中

心とする情報産業分野,VTRを中心とする民生分野の主

要セグメントがすべて大きな伸びを示したことによる｡米国の

半導体業界も受注/売上比が4月以降連続1.4を超えた

状況が継続し,最近は1.5も超える状況になっている｡このよう

な需給タイトの状況が高水準で長期間続くことは,半導体の

歴史の中でも初めての経験である｡

電子部品の中核となっているIC/LSIについては,業界全

体としても売上高の15%程度が研究開発に向けられており,

投入されるエンジニアの数も毎年相当な数にのぼる｡このた

めIC/LSI分野では新製品が数多く開発,生産化され,

IC/LSIのコストパフォーマンスの改善も非常に高い｡このこと

はメモリの開発にも端的に現われており,集積度4倍の新製

品が2～3年ごとに開発され,これによって集積度の向上,

ビット単価の下降,信頼性の向上などが進んでいる｡

ICの技術革新とコストパフォーマンスの大きな改善が

新市場を生み出した例は多いが,OA機器はその中でも最も

大きなインパクトを与えたものと言えよう｡すなわち,4ビットか

ら16ビットに至る多くのマイクロコンピュータが実用化段階に

入り,64kダイナミックメモリによる高集積,低価格メモリが実

現し,これらを大量に使うことにより昭和55年以前には実現で

きなかった高性能,低価格,小形のパーソナルコンピュー

タ,ワードプロセッサ,複写機,FAX,プロッタなどが商品

化された｡またこれと関連して,カラーディスプレイ管が進歩
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表l カラーディスプレイ管シリーズ

グレード サイズ 形 名

箋光面

ピッチ

(mm)

ドット総組数
表示ドット解條摩

(水平方向)
用 途

超高相細

12 M29+COllX

0.2l

約】20万組み
l.000トント

(Z10mm幅) コンピュータ端末

CAD/CAM用

漢字表示用

高根グラフィツタ用

14 370NMB2Z 約】60万組み
l.120ドット

(Z40mm幅)

20 M48+C()61X 約290万組み
l.680トノト

(360mm幅)

高 相 紬

12 M29+CAIJX

D.3l

約 50万組み
650トノト

(210mm幅)

コンピュータ端末14 M34+CAllX 約 70万組み
丁20トノト

(240rnm幅)

ZO 5+0×+B22 粁〕130万組み
l′0了Dトソト

(360mm幅)

中 精 細

12 M29+AWllX D.38 約 33万組み
560ドット

(Z10mm幅)
オフィス機器

オフィスコンビュ

一夕

パーソナルコンヒ

ユータ

14 37DLJBZZ 0.43 約 38万組み
560トノト

(ZIDmm幅)

20 5JOXTB22 0.47 約 60万組み
600トノト

(360mm幅)

し,大形液晶なども使われ始めた｡

OA産業は主要なハードウェアだけでも昭和58年には2

兆3千億円程度に達しており,パーソナルコンピュータは前

年比2倍で300万台,ワードプロセッサは前年比3倍で11

万台程度が生産された｡またOA機器に使われるプリンタ,

フロッピーディスクなどは,世界の80%程度が我が国で生産

されるなど,この2～3年でOA機器は大きく伸長した｡

通信分野でもこのようなメモリ,マイクロコンピュータを中心

とする超LSI,及び高性能LSIの発展,またCODEC,

SLICあるいは電話用IC,MODEM用ICなど専用LSI

が多数開発されつつあり,これらの半導体技術を十分に活

用する形で,通信分野は新しい発展段階を迎えている｡すな

わち,CODECを用いた電子交換機,各種ICを用いた多機

能電話応用装置,LAN,VAN,ビデオテックス,CATV

などいわゆるニューメディアと総称される新通信システムなど,

半導体と深くかかわり合う形で通信の新産業分野が展開さ

れつつある｡

最近の電子部品の技術開発あるいは新製品は,カラーデ

ィスプレイ,バブルメモリ,マイクロコンピュータ,メモリ,ゲ

ートアレイ,光素子などに見られるように,このような大きな潮流

に沿ってユーザーニーズにフィットし,新しい技術を取り入れ

ることによりコストパフォーマンスを改善し,タイミングよい開発

を行なうことを目指しており,その意味で数多くの優れた新製

品が開発されつつあると言えよう｡



ディスプレイ用カラーCRTの

シリーズイヒ

ディスプレイ用CRTはOA分野へ

の利用が急速に進み,漢字やグラフィ

ック表示など,高級端末やパーソナル

コンピュータの表示などで読みやす

く,疲労の少ない製品が要求されてい

る｡これに対処するため,従来の高精

細管(蛍光面ピッチトリオ0.31mm)シ

リーズに比べて画素密度を2倍以上に

した超高精細管(蛍光面ピッチトリオ

0･21mm)シリーズを開発し,高画質表

示端末への応用を可能にした(表り｡

パーソナルコンピュータなどの普及用

としては従来から中精細管シリーズが

あり,カラー化率の高まりに伴い広く

使用されている｡

読みやすく疲労の少ない表示のため

に,表示画面での外光反射防止のため,

エッチング方式及び多層膜コーティン

グ方式や,蛍光体の発光色や残光特性

など,用途に応じて選択できるように

幅広い製品を開発し,製品化している｡

OA用さ夜晶表示モジュールの

シリーズイヒ

液晶ディスプレイはOA分野への

利用が進みつつあり,パーソナルコン

ピュータ,ワードプロセッサ,電話端

末などの表示に有望視されている｡こ

のような市場ニーズにこたえるため,

フルドットタイプ液晶表示モジュール

をシリーズとして開発した｡

液晶は低消費電力,薄形という特長

をもち,ポータブル機器に最適の表示

デバイスであるが,従来の製品は表示

ドット数が不足しておr)表示機能も文

字表示に限定されていたため,改良が

望まれていた｡このような要求にこた

えるため,去デューティという多時分
割が可能な液晶材料と高密度大形液晶

パネル製造プロセスの開発により,最

大縦方向128ドット,横方向480ドット

まで表示可能な液晶表示素子を製品化

した｡更に周辺回路の開発により,駆

動回路を搭載したプリント基根と液晶

表示素子を一体化したモジュールとし

て製品化した｡

これらの製品は全画面にドットを均

一に配列した,いわゆるフルドットタ

イプのディスプレイであり,数字･英

字･仮名など文字だけでなく記号･図

形･漢字など多様な表示に対応できる｡

フルドットタイプ液晶表示モジュール

の例を表2に示す｡

表2 フルドットタイプ;夜晶表示モジュールの例

品 名
表示ドット数 外 形 寸 法 有効表示範囲 駆 動 方 式 電i原電庄

縦×横 横×縦×厚さ(mm) 横×縦(mm) (デューティ) (∨)

H2525 20×239 220×53×15 163×】7 基 十5,-5

LMO21 24×479 290×60×13 245×19 去 ＋5,一5

LM200 64×240 180×75×15 132×39 去 ＋5,-5

+M2】3 64×256 184×75×10.1 149.6×43 去 ＋5,-9

LM211 64×480 270×82×13 240×38 去 ＋5,-9

LM212 48×640 270×63×14 241×25
1

互岳 ＋5

LM215 128×480 27(〕×l10×15 242×69 去 ＋5,一10

表3 高解像度固体撮像素子シリーズの代表特性

形 名 方 式
画素数

(∨)×(H)

解像度

(TV本)

標準被写**

体照度(lx)
用 途

モ

ノ

ク
⊂】

HE98222 NTSC 485×384 500 250 方丈送用ENGカメラ

オペ-クi蓋出
監視用
糊密書十渦+用

HE98224 PAL/SECAM 577×374* 500 300

申
フ

l

HE98225 NTSC 485×376* 350 350 VTRカメラ用

医学用

監視用HE98223 PAL/SECAM 577×374事 350 500

注:･ 受光面外に水平方向14画素のオフこテイカルブラック付き
‥

レンズF】.4,SN比46dB,A光源使用

液晶の高密度化技術は急速に進みつ

つあり,CRTに近い表示ドット数をも

つ製品の実現も夢ではなくなりつつある｡

1.5形カラービューファインダ

管の開発

ビデオカメラのビューファインダと

して,ビームインデックス方式の1.5形

カラーブラウン管を開発した(区=)｡

蛍光面構造は0.21mmピッチで,画

面全体で129組みの赤･緑･青及びイン

デックス蛍光体ストライプを配列して

いる｡ネック直径は13mm,全長は

129mmに抑えて小形化を図った｡

インデックス信号をブラウン管前方

から採光する構成としたことによ-),

色蛍光体とインデックス蛍光体とを同

一層に配列し,蛍光面構造を簡素化し

た｡これにより,蛍光体塗布プロセス

が単純になるとともに,パネルとファ

ンネルが一体になったバルブが使える

など,量産性の上での改善も加えられ

ている｡

図Il.5形カラービ

ファインダ管
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高解像度阜管｢サチコン⑧+の

製品イヒ

民生用カラービデオカメラに広く使

用されている単管サチコン⑧は,小形

で操作性の良いカメラに適した

13mm(÷in)形管と高画質形カメラに
適した18mm(‡in)形管があり,そ
れぞれ標準形と高解像度形がNTSC

及びPAL方式のカメラに適用できる

ように製品シリーズ化されている｡H

4150(NTSC)及びH4151(PAL)は単

管カラービデオカメラで最も解像度の

高い350TV本が得られる(図2)｡ま

た,色分解ストライプフィルタは新開

発のマゼンタ補正ストライプフィルタ

を付加し,従来の2色形から3色形と

し,赤色信号のSN比を3dB向上さ

せ,色再現性を著しく高めることがで

きた｡

色搬送波は従来形の4.3MHzから

5MHzに高めたため,約16JJm幅のス

トライプフィルタに対応して従来より

も微細な電子ビームを形成する大口径

低収差電子銃を新たに開発し,色出力

を向上させた｡また,色搬送波周波数

を高くしたため,単管カラーカメラに

国有の被写体輪郭部に発生する偽信号

がほとんど完全になくなり,解像度感

がいっそう高まった｡

これらの性能向上により,本品種を

採用したカラービデオカメラは,民生

用の最高機種から業務用カメラまで広

範囲な用途に使用されている｡

(
侭
>
ト
)
世
壁
鞋

H4150.H4151

18mm管 13mm管

'53'54'55'56'57'58'59

年 度

図2 単管｢サチコン⑪+の高解像度化

高解像度固体書最像素子の量産化

空間画素ずらし法を採用した高解像

度固体撮像素子HE98222(モノクロ,

NTSC方式)及びHE98223(カラー,

PAL/SECAM方式)の量産に続いて,

今回新たにNTSC方式用カラー素子

HE98225及びPAL/SECAM方式用

モノクロ素子HE98224の生産を開始

した｡これにより,表3に示す高解像

度シリーズのラインナップが完成し,
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表4 HMCS400シリーズの特徴

欧州を含めた全世界市場への対応が可

能となった｡固体撮像素子はVTR用

カメラをはじめとして小形,軽量,高

信束副生といった特長が広く利用されて

いるが,今回のシリーズ完成により高

解像度を要求される工業計測用視覚セ

ンサ,ENG用3板カラーカメラなど

への応用が期待される｡

4Mビットバブノレメモリの開発

バブルメモリの大容量化は着実に進

められているが,今回4Mビットバブ

ルメモリ素子と,これを制御するコン

トローラを開発し,これらを実装した

1Mバイトパフ0ルメモリボードを開発

した(図3)｡4Mビットバブルメモリ

素子は,1Mビット×4ブロック構成

を採用し,アクセスタイム,データ転

送速度の向上を図っている｡コントロ

ーラは並列処理機能,エラー訂正機能

を設けることにより高性能化,高信頼

度化を図り,CMOSを採用し低消費電

力化することによりポータブル機にも

適した設計とした｡1Mバイトボード

は,2個の4Mビット素子とコントロ

ーラを実装したもので,4ブロックの

並列動作と200KHz駆動により毎秒1

Mバイトのデータ転送レートを実現した｡

図3 1Mバイトバブルメモリボード

CMOS8ビットシングルチップ

マイクロコンピュータXシリー

ズの製品イヒ

高性能8ビットCMOSマイクロコ

ンピュータHD6301/6305ファミリー

内の上位機種であるⅩシリーズを開発

した(図4)｡HD6301Ⅹ/6305Ⅹは,64

ピンのプラスチックパッケージに実装

されており,従来に比べて入出力ポー

ト,タイマ,シリアルⅠ/0の機能が大

幅に向上している｡
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図4CMOS8ビットマイクロコンピュータ

■`HD6301×''

Ⅹシリーズのうち6301Ⅹは,プリン

タや電子タイプライタなどのOA機

器のコントローラとして,また,ポー

タブルノヾ-ソナルコンピュータの

CPUとしての応用に最適である｡ま

た,6305Ⅹは6301Ⅹの下位機種に当た

り,VTRやDADなどの民生機器のコ

ントローラとしての応用に適している｡

高性能4ビットマイクロコンピ

ュータ｢HMCS400シリーズ+

の開発

高速,高機能な4ビットシングルチ

ップマイクロコンピュータHMCS400

シリーズを開発した｡従来のシリーズ

に比べて,ソフトウェア生産性,最小

命令実行時間,入出力機能,周辺機能

の点で大幅に優れている｡

3JJCMOS高耐圧プロセスを用い

たHMCS404Cは,最高40V印加可能

な高耐圧端子による蛍光表示管直接駆

動が可能であるとともに,低消費電力

であるため,VTR,ECR,電話など幅

広い分野に応用できる(表4)｡

CMOSマイクロコンピュータ

周辺LSlの開発

マイクロコンピュータシステムのコ

ンパクト化,ポータブル化の大きなユ

ーザーニーズを背景に,CMOS周辺並

列インタフェース用LSIHD6321,

直列インタフェース用LSIHD6350

を開発した(図5)｡また,タイマLSI

HD6340を開発中である｡これらの製品

図5CMOSマイクロコンピュータ周辺+SI

品名

項且

HMCS47C HMCS404C

(従来のシリーズ) (HMCS400シリーズ)

ROM容量 4.096×10ビット 4.096×+0ピット

RAM容量 256×4ビット 256×4ピット

命 令 数 87命令 99命令

最小命令

実行時間
5/JS 21(S

入出力端子 46本

58本(芸志笠芸呈)

周辺機能 4ビットタイマ×l

8ヒ∴ソトタイマ×2

‡‡ち洪ヱレ〉×･

プロセス CMOS5JJ CMOS3/`

は従来のNMOS品HD6821,HD6850,

HD6840とコンパチフールな機能をも

ち,かつ3/JCMOSの特長により,

低消費電力化(NMOSの約去),高
速化(最大バス2.OMHz動作)が図ら

れている｡

主な特徴を以下に述べる｡

(1)HD6321(PIA:ペリフェラルイ

ンタフエースアダプタ)8ビット入出

力ポート×2内蔵,40ピンパッケージ,

消費電壬充4mA(バス1MHz動作時)

(2)HD6350(ACIA:アシンタロナス

コミュニケーションインタフェースア

ダプタ)調歩同期式データ通信用,24

ピンパッケージ,消費電流3mA(バス

1MHz動作時)

(3)HD6340(PTM:プログラマブル

タイマモジュール)16ビットタイマ×

3本内蔵,消費電i充3mA(1MHzカウ

ンタ動作時)

16ビットマイクロコンピュータ

LSlの高性能イヒとパッケージ

展開

16ビットマイクロコンピュータは,

OA,産業などの分野で幅広く使用さ

れ始めており,更にこれらの機器も,

高性能化,小形化の一途をたどってい

る｡日立製作所では,このようなユー

ザーのニーズにこたえるため,高速か

つ′+､形の16ビットマイクロコンピュー

タLSIシリーズを開発した｡

これらは,動作周波数10MHzの

MPU HD68000と,DMAC(ダイレク

トメモリアクセスコントローラ)

令
食

図6 16ビットマイクロコンピュータLSt

のハツケージ系列



HD68450,及び12.5MHzのHD68000

である｡これらの高速LSIは小形パッ

ケージのPGA(ビングリッドアレイ)

とLCC(リードレスチップキャリア,

ただし,HD68450には適用しない｡)に

も入れられている(図6)｡

これらのLSIにより,システムの高

性能化,小形化が可能である｡

日立マスクROMの短納期書替

技術の確立

｢時は金なり+の格言のように世は

正にスピード時代であり,マスク

ROMの開発期間短縮の顧客要求はま

すます強くなってきている｡このため,

ウェーハ製造工程の後半でビット情報

をプログラムするのが必須である｡現

在一般にはコンタクトホールの有無で

プログラムしているが,ビット単価低

減のためには拡散層の有無によるプロ

グラム法が見直されている｡日立製作

所ではこれと同形のメモリセル構造で

イオン打込みを行ない,低ビット単価

と短納期を両立する方法を開発した｡

ゲート電極及び拡散層形成後のイオ

ン打込みにより,メモリセルのlろ九を

制御してプログラムする(図7,インプ

ラプロセスー1)｡更にAL電極形成後

のイオン打込みによる Ⅵ力の制御でビ

ット情報をプログラムする方法を開発

した(インプラプロセスー2)｡新製品

開発に要する期間は約2週間で,量産

品の生産管理が容易になり,顧客への

一括納入が可能となる｡本プロセス開

発で,マスクROMがOTP(1回書込

みPROM)に一歩前進した｡

不揮発性メモリ"EPROM”,

"EEPROM”製品系列の強イヒ

マイクロコンピュータ応用機器,端

末機器などの高性能化･小形化に伴い,

EPROMの大容量化,高速化,低電力

化の要求が強くなっている､｡

大容量化では,最新の微細加工技術

を採用し,いちはやく128kビット

EPROM HN4827128を量産化した｡

また,256kビットEPROMも製造準

備中である｡高速化･低電力化では,

CMOS64k ビ ッ ト EPROM

HN27C64を製品化した｡本製品は世

界長高速アクセスタイム150ns,消費

電力40mA/MHzMax.の完全スタテ

ィック動作のEPROMであり,書込み

仕様,ピン配置などは従来品と置き換

えを可能とした｡なお,プラスチック

封止のOTPROM(One Time Pro-

grammableROM)は高品質,高信頼度

マスク名

プロセス名 朗棚 ウエル 拡散 インプラー0 ポリ P N

インフラー1l層間膜導通言望tィンプラー2ハツソベーソヨン
東条TAT

(相対t)

インプラプロセスー01980
ROM

書替層
2,0へ-スウェーハ 個 別 品 種

インプラプロセスー11982 ペースウェーハ )呈㌫ 個別品種 1.5

インプラプロセスー21984 ベースウニーハ
ROM

個別品種 1

図7 日立マスクROMのプログラム法と開発TAT

の技術を開発し,現在32kビット,64

kビットOTPROMを量産中である｡

また,NMOS 64kビットEEPROM

HN58064Pは,高信頼度のMNOSメ

モリ素子を採用し,5V単一電源化,

バイト単位書換え,アドレスデータラ

ッチ機能をもち,オンボード書換えを

いっそう容易にした｡

256kビットダイナミックRAM

及び64kビットスタティックRAM

の量産イヒ

最新の2/(プロセス技術を用いた256k

ビットダイナミックRAM HM50256･

HM50257シリーズ及び64kビットス

タティ ックRAM
HM6264シリーズ

を開発し量産化した(図8)｡

HM50256･HM50257シリーズは,

2/JNMOS技術及び高速回路技術の採

用により,256kビットの大容量を実現

し,高速動作機能として,従来のペー

ジモード(HM50256)に加え,新たに

高速 4 ビ ット 直列読み出 し･書

き込み可能なニブルモード品(HM

50257)を製品化した｡

HM6264シリーズは,2ノノCMOS技

術により微細化を達成し,周辺回路構

成上の工夫と合わせて,高速･イ氏消費

電力を実現している｡

これらのシリーズは,OA機器の伸

長,コンピュータの高性能化に伴うメ

モリの大容量化,高性能化のニーズに

こたえた新製品であり,幅広いメモリ

システムへの応用が期待される｡

大画面用去デューティ+CDド
ライノくの開発

OA,パーソナルコンピュータ分野

の表示装置として,大形のドットマト

リックス液晶表示が著しく伸長してい

る｡表示の大画面化が進むにつれて,

ドライバLSIはデータ転送スピード

の高速化,ドライバ回路の高耐圧化,

パッケージの小形多ピン化が強く望ま

れている｡この市場ニーズにこたえる

ため,CMOS高耐圧プロセスと100ピ

ン小形パッケージの開発を行ない,高

時分割駆動LCD(Liquid CrystalDis-

play)ドライバHD61100,HD61103の

2品種を製品化した｡

主な特長をi欠に示す｡

(1)最大データ転送スピード3MHz,

LCD駆動最大電圧15･5Vで去デュー

図8 64Kピットスタティック

RAM HM6264
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ティ液晶の直接駆動が可能である｡

(2)128×480ドットの表示を行なう場

合,コモンドライバ(HD61103)×2

個,セグメイトドライバ(HD61100)×

12個,専用コントローラ(HD61830)と

画像用メモリを使用して,表示システ

ムを構成することができる(図9)｡

BトCMOSゲートアレイの開発

高速,高負荷駆動能力を特徴とする

バイポーラ構造と,低消費電九 高集

積度を特徴とするCMOS構造とを1

チップ上に搭載したBi-{MOS構造

を採用し,両方の特徴を同時に実現し

たBi一{MOSゲートアレイHD27シ

表5 HD27シリーズの製品ラインアッフ

シリーズ名 HD27K HD27L HDZ7P HD27〔)

入出力インタフェース +S一TT+

ゲート数

入力 i8 3D 40 50

内部 200 5Z8 966 l.530

出力 18 3(】 40 50

回路遅れ

ゲート

博幸負荷付)

入力 typ5ns

内部 typ4ns

出力 typ8ns

消費電力/LS】 max.40(〕m＼～ max.450mW max.d80m＼付 max.5(〕OmW

パッケージ

DルP
16.20,28.42 Z8.42,64 Z8,42.64 28,42.64

ヒン ヒン ビン ヒン

FPP一 68.80ビン
6D.8D.1DD

ヒニ/

60.引〕.100

ヒン

)主:一 関発中を示す_

リーズを開発した｡本製品のラインナ

ッ70を表5に示す｡

このゲートアレイの特徴は,ゲート

当たりの回路遅れが入力5ns,内部

4ns,出力8nsという高速性能を実現す

るとともに,消費電力を1,600ゲートの

HDQの場合でも最大500mW以下に

抑え,最も汎用的なプラスチックパッ

ケージの使用を可能にしたことであ

る｡

またこのゲートアレイは,入出力は

完全に74LSシリーズとコンパチブル

であり,かつ性能は74LSシリーズと

同等以上で,消費電力も従来のLS-

TTLの約iであるので74LSシリー
ズのSSI,MSIを置換することが可能

である｡このため,パーソナルコンピ

ュータ,フロッピーディスクコントロ

ーラなどのOA分野,マイクロコンピ

ュータ周辺などに一最適なLSIといえる｡

ビデオカメラ用低消費電力リ

ニアIC系列の開発

民生用ビデオカメラは,小形バッテ

リーで長時間動作させる必要から低消

費電力化が進められている｡この要求

にこたえ,ビデオカメラ用信号処理IC

5品種とカラー電子ビューファインダ

7さi

絞り
∈ヨレンズ

e至;〉

日 プリアンプ
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L______
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インテ＼ノクス

信号処理

HAl1759PB =ニコ
---_________+

カラーキラー
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HAl173
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De-γ
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+-_____._

検 波
HAl1774

MP

B.R

4チャネル
プロセス
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図川 ビデオカメラシステムブロック図

表6 フロッピーディスクドライブ矧C製品系列

形 名 機 能 特 長 パッケージ ピン数

HA【663J リード処理 入力ダイナミックレンジが広い｡ DILP

MSP
18

HA16632AP 〉FOl司路 lチップでVFOを構成できる｡ DルP 28

HA16640 メカコントロール,ライト処理 Bj-CMOSプロセス條用 DルP(シュリンク) 42

H則6642 リートライト処理 lチップでリートライト処理ができる｡ MSP

DILP(シュリンク)
44

42

HA13421A ステップモータトうイパ パワーセーブイ寸 DルP 16

HA1343l スピンドルモータドライバ 速度制御付 ヒートシンク付
23ピン

23

HA13432 スピンドルモータドライバ 速度制御付 MSP Z8

用IC2品種を開発した｡低消費電力

化を図るため,電源電圧を従来の9V

から5Vに下げ,低消費電力プロセス

を採用した｡ディジタル,アナログ共

存IC(HAl1777MP)にはBi-CMOS

素子を用いることによ-)約÷の低消
費電力化を達成した｡信号処理用ICは,

一周波色分離方式用として設計され

ており,日立｢サチコン⑪+撮像管と組

み合わせることにより最適なシステム

設計が可能である(図川)｡

日立のビームインデックス方式

1･5inブラウン管は,シャドウマスクが

ないため,低消費電九 高解像度の特

長がある｡カラー電子ビューファイン

ダ用ICは,このブラウン管の駆動に

必要な,特殊信号処理のための全機能

を内蔵している｡

フロッピーディスク用高機能

リニアIC系列の開発

フロッピーディスクは近年急激な需

要の伸びとともに,コンパクト化の要

求が更に高まってきている｡

この要求を満たすため,新たにリー

ド用･ライト用IC HA16642,メカコ

ントロール用及びライト用IC HA

16640,モータドライブ用ICとして

HA13431ほか2品種の開発を行なっ

た(表6)｡

HA16642は,リニア,ディジタル混

在の回路を1チップ化したもので,リ

ード処理,ライト処理双方の機能をも

つ｡HA16640は,ディスクの回転,ヘ

ッドのロードなどメカの制御を行なう

ディジタル回路主体のICであり,制

御回路の低消費電力化と同時に,出力

回路の電流駆動能力を得るためにBi-

CMOSプロセスが使用されている｡更

に,速度制御あるいはパワーセーブな

ど,用途に応じて3品種のモータドラ

イブ用パワーICが開発されており,

これら専用ICを使用することによ

り,部品点数の60%削減と基板面積50

%の縮小化が可能である｡

赤外高出力レーザダイオード

の製品イヒ

光メモリディスク用LD(レーザダ

イオード)には,書き込み時に高い光

出力が要求される｡その用途に光出力

20mW,波長830nmのHL8312シリー

ズを製品化した｡HL8312シリーズは,

従来のHLPlOOOシリーズ(光出力

15mW)をベースとしているが,単に出

力値だけを大きくさせたのでは信頼性

が向上しない｡HL8312シリーズは,そ

の点,チップ構造の最適化と結晶性の

改善を行ない高信頼性を得ている｡更

に,光メモリディスク用として光出力

30mW,波長830nmのHL8314シリー

ズを開発し製品系列に加えた｡



レーザビームプリンタ用には,光出

力10mW,波長780nmのHL7802シ

リーズを製品化した｡HL7802シリー

ズは,広がり角が11×30degと狭く,レ

ンズ系との結合性が良く高速度プリン

タに適している(図lり｡

長波長PINダイオードの製品イヒ

長距艶大容量光ファイバ通信用発光

素子として,主流となりつつある波長

1.3〟m帯のレーザダイオードとペア

で使われるため,受光素子HRllOlを

開発し,量産化を開始した｡HRllOlは

InGaAsP便用のプレーナ形PIN構造

としているため,(1)量子効率が65%と

高い｡(2)カットオフ周波数が1GHz以

上と高い｡(3)低バイアス(Vお=5～10

V)で使用可能である｡(4)暗電流がバ

イアス10Vで7nAと小さく,システム

で雑音のない良質な特性が得られる｡

などの優れた特長をもっている(図

12)｡本素子は,このため,受光素子と

して信号検出用に使われるほかに,長

波長レーザダイオードと組み合わせて

同一パッケージに組み込み,モニタ用

受光素子としても使用されている(日

立形式名:HL1321P)｡

双方向形光イ云送モジュールの開発

FA,計測制御システム,計算機ネッ

トワークなどのデータ伝送に適した双

方向形ディジタル光伝送モジュール

DC9005を開発した(図13)｡DC9005

は,既に開発済みの送信専用モジュー

ルDS210Ⅹと受信専用モジュール

DR210Ⅹを一体化した1幾能をもつも

ので,発光素子と送信回路,及び受光

素子と受信回路を一つにまとめて小

形･経済化を図ったものである｡伝送

速度最大2Mビット/秒,伝送距敵最

大1kmまで可能で,伝送機能は,波形

整形(Reshaping),識別再生(Regener-

ating)のいわゆる2R機能にタイミン

グ抽出(Retiming)を加えた3Rl幾能

を備えており,任意符号のデータをパ

ルス幅変動なしで伝送でき,更に同期

に必要なクロック信号も取り出すこと

ができる｡送信及び受信回路は共に

CMOS･IC化により低消費電力を実現

している｡なお,DC9005の光コネクタ

として,ワンタッチで着脱可能な2心

光コネクタCA9001も合わせて開発した｡

高出力可視光レーザダイオー

ドの技術開発

レーザビームプリンタ,光ディスク

(
主
∈
)
式
尺
玉
米

OHし8314シリーズ

OHL83†2シリーズ

OHLPlOOOシリーズ

OHL7802シリーズ

O Hし7801シリーズ

750 800 850

波長人p(nm)

図Il赤外レーザーダイオードの製品化

ファイルなどの情報端末機器用光源と

して,高出力可視光のレーザダイオー

ドが要求されている｡これにこたえる

ため,自己整合形光導波路付BH

(Buried Hetero)構造及び端面高反射

率化技術の開発を行ない,波長0.78/`m,

光出力40mWのGaAIAs高出力可視

レーザダイオードを実現した｡

図14に素子の断面構造を示す｡この

レーザダイオードは活性層に隣接して

幅の広い光導波路を設けた大共振器構

造をもち,低い光密度での高出力動作

を可能にしている｡活性層と光導波路

は,より低屈折率の層で完全に埋め込

まれているため,安定な横基本モード

での高出力動作が可能である｡

レーザの後方端面には誘電体多層膜

形成による高反射率化が行なわれてお

り,前方端面から高効率に高出力の光

を取り出すことができる｡

本レーザは情報端末機器用光源のほ

か,宇宙通信用光源など広い分野での

応用が期待される｡

1′200Vスナ′くレスGTOサイリスタ

の開発

GTO(Gate Tarn-Off)サイリ スタ

は,電流遮断機能を備えたサイリスタ

として電動機の速度制御用インバータ

などに応用が拡大しつつある｡GTO

サイリスタは通常スナバと呼ばれる保

護回路を付けて使用されるが,装置の

小形･軽量化を図るためにはスナバ回

望謁7貰一 切ず 首∃て-∴:･‥岬､▼ナ

画一叩菖双方向形光伝送モジュールDC9005

図川 高出力可視光レーザ
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図ほ 感度対波長特性

路なしでも使えるように,素子のASO

(安全動作領域)を拡大することが望ま

れていた｡これに対して,新しい素子

構造によりASOの大幅な拡大を実現

し,電源圧力400V系インバータでスナ

バなしで使用できるGTOサイリスタ

を開発した｡また,このGTOサイリス

タと並列ダイオードを組み込んだ絶縁

形単相モジュール(図15)を完成した｡

これによりスナバ回路の省略ととも

に,インバータ装置の構成及び組立て

が簡単になr),より使いやすいものと

なった｡

高耐圧モノリシックICの開発

マイクロコンピュータの普及ととも

に,マイクロコンピュータの信号で最

終装置を駆動するためのパワーインタ

フェースの小形化が必多頁となってきて

いる｡誘電体分離モノリンツクICは,

構成する素子が,誘電体(SiO2)で絶

縁分雛されているため,高耐圧化が容

易であること,従来IC化の難しかっ

たサイリスタを使えること,フローテ

ィング回路構成がとれることなどの特

長をもち,パワーインタフェース回路

に好適なICである｡現在,これらの特

長を生かし電子交換機用スイッチ群の

IC,及びインクジェットプリンタ用ド

ライバICを製品化している(図16)今

後更に,各種負荷(圧電素子,ソレノ

イド,電動機,ランプ)のドライバIC

として,広範囲な展開が期待される｡

図ほl′200V,

100Aスナノ(レス

GTO サイリスク

単相モジュール

図16

誘電体分離を

用いたICチップ
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